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科学家揭示硒化铟光电子器件应用潜力。

近日，中国科学院上海光机所微纳光电子功能材料实验室王俊研究员团队在硒化铟(InSe)纳米片
的非线性光学响应和超快载流子动力学特性研究方面取得进展，揭示了InSe在光电子器件应用方
面的潜力。该研究成果于10月6日在线发表于《先进光学材料》。

InSe是一种带隙可调的层状半导体材料，在宽波长范围内有非线性光学响应。研究人员通过液相
剥离方法获得了具有合适厚度和带隙的InSe纳米片，并系统研究了其在不同脉宽尺度（ns和fs）
下的非线性光学和超快载流子动力学特性。

研究人员发现InSe纳米片在宽脉冲激光激发下更容易达到饱和吸收。此外，在不同脉冲持续时间
下InSe分散液展示了不同机制的散射现象，这是由于ns脉冲激励下的热效应和fs脉冲激励下激光
流的动态空间自相位调制所致。同时利用低能量下饱和吸收和高能量下非线性散射的竞争关系，
实现了光开关调制。时间分辨泵浦探测结果表明，InSe分散液具有超快饱和吸收过程和可能由自
由载流子吸收或带隙重整化引起的光致吸收过程。

专家表示，这项工作关于InSe纳米片线性、非线性光学特性以及超快载流子动力学过程的系统研
究，对开发基于InSe的光电子器件提供了实验和理论指导。（来源：中国科学报黄辛）

相关论文信息：https://doi.org/10.1002/adom.202101432
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